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Abstract (en)
[origin: WO9104940A1] A method and device for producing thermodynamically free iodine in which a source material containing thermodynamically
free iodine is introduced to one side of an iodine solving solid barrier through which the thermodynamically free iodine passes by dispersion to the
other side of the solid barrier until an equilibrium of thermodynamically free iodine vapour pressure is reached across the barrier. In a preferred
embodiment of the invention, the degree to which the thermodynamically free iodine disperses to the other side of the iodine solving solid barrier
may be controlled by means which reduce the vapour pressure of thermodynamically free iodine such as the variation of temperature of the iodine
source material or of the other side of the barrier as well as the use of an iodine complexing compound in conjuction or in combination with the
source material.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à un procédé et à un dispositif servant à produire de l'iode thermodynamiquememnt libre, dans lesquels une substance
source contenant de l'iode thermodynamiquement libre est introduite d'un côté d'une barrière solide dissolvant l'iode, à travers laquelle l'iode
thermodynamiquement libre passe par dispersion pour atteindre l'autre côté de la barrière solide, jusqu'à ce qu'un équilibre de la pression de
vapeur de l'iode thermodynamiquement libre soit atteint à travers la barrière. Dans un mode de réalisation préféré de la présente invention, le
degré avec lequel l'iode thermodynamiquement libre se disperse pour passer de l'autre côté de la barrière solide dissolvant l'iode peut être régulé
par des moyens qui réduisent la pression de vapeur de l'iode thermodynamiquement libre et qui consistent par exemple en une variation de la
température de la substance source d'iode ou de l'autre de la barrière, ainsi qu'en l'utilisation d'un composé de complexion d'iode en conjonction ou
en combinaison avec la substance source.
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